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新材料、新構造を用いた半導体デバイスの性

能を予測するには、新しい物理モデルを容易に

組み込む仕組みを持つデバイス・シミュレータ

が望まれる。図１に示したように、我々は新モ

デルを組み込むための API を 3 次元 TCAD シ

ステム[1]に実装した。これにより、ユーザは

TCAD 本体を改造せずに、移動度、誘電率、バ

ンドギャップ、生成消滅項など、任意のモデル

を任意の場所に組み込むことが可能となった。

行列要素を直接書き換え、更に複雑なモデルも

実装できる。新モデル同士は、独立に実装でき

るので、共同研究の基盤としても活用しやすい。 

図２に、SiCの JBS構造におけるスナップバ

ック特性を示す。SiC の物理モデルとパラメー

タ[2]、ショットキー・接合モデル[3]を、組み

込んだ。a軸方向の低い移動度、および不完全

イオン化によるキャリアの減少で、抵抗が高く

なるほどスナップバック電圧が上昇する。 

図３に、バイオ・センサの感度解析を示す。

分子軌道法[4]で得られた分子内の電荷分布を

組み込み、チャネルに誘起されるキャリア数を

計算し、分子構造と分子間のクーロン相互作用

が、感度に与える影響を予測した[5]。 
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Figure 1 Schematic of the application program 

interface (API) for the device simlator of TRDEC. 

 

Figure 2 Snapback characteristics of the junction 

barrier schottky (JBS) structure with the 

incomplete ionization and the crystal orientation. 

 

Figure 3 Sensitibity of the bio-sensor obtained 

by the molecular orbital (MO) theory for diffent 

kinds of molecules. 
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